Wachstum/Auflosung perfekter Kristalle
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Wachstumsverhalten stark abhangig von Systemparametern

« Material, krist. Orientierung
¢ Wachstumsrate

* Temperatur

* Grenzflachenstruktur

« Potential

Wachstum/Auflosung perfekter Kristalle

Typen von Wachstumsverhalten

Auflésung Wachstum

kinks in Stufen Stufenfluss-Wachstum kinks in Stufen
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Wachstumsmechanismen

Wachstumsmechanismen bei Abscheidung unter Vakuumbedingungen
(z.B. Molekularstrahlepitaxie, MBE)

ballistischer Transport

Adsorption (an zufélligen Gitterpléatzen)
— ©—o —oo— —Hamm @

spezielle  Oberflachen- Bindung, Oberflachen-
Platze diffusion Keimbildung  diffusion
(z.B. Stufen) (intralayer) (interlayer)

Interdiffusion

Wachstumsmechanismen

Wachstumsmechanismen bei Abscheidung aus flissiger Phase
(z.B. Kristallisation, elektrochemische Abscheidung)

Diffusion, Konvektion, Migration

direkte l I direkte direkte
Abscheidung Adsorption Desorption Abscheidung  Abscheidung
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Doppel-
schicht:
(9, ¢)
spezielle  Oberflachen- Bindung, Oberflachen- Interdiffusion
Platze diffusion Keimbildung  diffusion

(z.B. Stufen) (intralayer) (interlayer)



Stufenfluss-Wachstum

2 wichtige Félle: 1

1. direkte Abscheidung an kinks dominant p 2
— lonentransfer mit 6 = 6,;,, (— BV-Gleichung) 7/

2. Abscheidung in Form von Adatomen dominant I
— Oberflachendiffusion zu Stufen M
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Stufenfluss-Wachstum

Vereinfachtes Wachstumsmodell (1d):
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— (stationéres) Konzentrationsprofil ¢ 4(x)
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Stufenfluss-Wachstum

Vereinfachtes Wachstumsmodell (1d):
— lokale Variation der Stromdichte j(x)
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Stufenfluss-Wachstum

Reales Wachstum:

« bei Uberschreitung einer kritischen
Oberflachenkonzentration ¢, ¢cation

— Bildung von Monolageninseln
— 2D Wachstum, Verringerung von L
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Schnelle Adatom-Anlagerung an Stufen
— lokale Gleichgewichtskonzentration:

Cad (0)= Cad (L)= Cz?d
-Eindringlange*” fur Oberflachendiffusion:
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(Adatominseln)

Cnuclt—zation
(Leerstelleninseln)



